Отчет  по  лабораторной  работе:

« Исследование  ЭДД  (эквивалента  двухбазового  диода)  на  транзисторах »

студентки 311 группы

Лозы Ольги Александровны.



Цель  работы :�исследование характеристик ЭДД.

��Теоретическое обоснование:



Двухбазовый диод конструктивно представляет собой пластину или нить из полупроводника, в котором на определенном расстоянии от одного из выводов сформирован точечный эмиттер из полупроводника другого типа. Такое устройство представляет собой полупроводниковый прибор с отрицательным сопротивлением.
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Транзисторный эквивалент двухбазового диода состоит из двух транзисторов разного типа проводимости и делителя напряжения на сопротивлениях. Вариант схемы ЭДД приведен ниже:
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Ход работы:

1.Включить источник питания.

2.Изменяя напряжение на входе, построить зависимости

  Iвх=f1(Uвх) и Uвых=f2(Uвх)

3.Перевести схему в режим генерации, подключив на вход

  цепочку RC.Наблюдать импульсы на осциллографе.Измерить

  длительность импульса, оценить длительности фронтов 

  импульса, измерить период следования импульсов.



1 часть работы:

Таблица данных для построения графика зависимости Iвх=f(Uвх):��

 №�Iвх(3.75,

  мкА�Uвх(0.05,

   В� №�Iвх(3.75,

  мкА�Uвх(0.05,

   В��1�   0�  0.00�13�   75�  3.75��2�   15�  3.50�14�   80�  3.50��3�   20�  5.20�15�   85�  3.25��4�   30�  6.00�16�   90�  3.00��5�   35�  5.75�17�   95�  2.75��6�   40�  5.50�18�   100�  2.50��7�   45�  5.25�19�   105�  2.25��8�   50�  5.10�20�   110�  2.00��9�   55�  4.75�21�   115�  1.75��10�   60�  4.50�22�   140�  1.50��11�   65�  4.25�23�   205�  2.25��12�   70�  4.00��   ���

Таблица данных для построения графика зависимости Uвых=f(Uвх):���

№�UВЫХ(0.75

   В�UВХ(0.05,

   В�№�UВЫХ(0.75

   В�UВХ(0.05,

   В��1�  56.0� 3.00�13�  31�  3.75��2�  56.0� 3.50�14�  29�  3.50��3�  56.0� 6.20�15�  27�  3.25��4�  52.0� 6.00�16�  24�  3.00��5�  50.0� 5.75�17�  21�  2.75��6�  47.5� 5.50�18�  19�  2.50��7�  46.0� 5.25�19�  17�  2.25��8�  44.0� 5.10�20�  15�  2.00��9�  41.5� 4.75�21�  13�  1.75��10�  39.0� 4.50�22�  10�  1.50��11�  36.5� 4.25�23�  8�  1.25��12�  33.5� 4.00��  �  ��

Графики зависимостей представлены ниже(на другой странице).

Погрешности на графиках не будут отмечены, т.к. они слишком малы для выбранных масштабов.
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2 часть работы:

Длительность плоской вершины импульса: (10.0(0.2) мкс

Длительность заднего фронта импульса : (0.80(0.08) мкс

Период следования импульсов          : (0.720(0.007) мкс 
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